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Аннотация 

Антимонид индия – полупроводниковый материал, часто используемый в 

различных датчиках и детекторах ИК спектра. В данной работе был проведен 

литературный обзор свойств антимонида индия, получена зависимость 

размеров элементарной ячейки InSb на интервале 100-400К и найден 

коэффициент теплового расширения на интервале 100-400К  = 2,2 * 10
-5 

К
-1

. 

Явных фазовых переходов на данном интервале обнаружено не было. 
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